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 GaN 薄膜は光デバイスや電子デバイスな

ど様々な用途で用いられている。現在 GaN

薄膜の主な作製方法は MOCVD 法や MBE

法である。反応性スパッタ法は様々な化合

物を大面積に均一に高速成膜することが可

能で、工業的に有用な方法である上、エピ

タキシャル成長も可能である。しかし、ス

パッタ法によるGaN作製の研究報告は少な

い[1-3]。そこで本研究では、反応性 DC ス

パッタ法によるエピタキシャルGaN薄膜の

作製と、その諸特性の解析を目的とした。 

GaN 薄膜のスパッタ成膜にはターゲット

に金属 Ga、スパッタガスに Ar、反応性ガス

に N2を用いた。ガリウムは融点が約 29℃で

あるため、ターゲットを冷やすための冷却

水の温度を 5℃に設定してスパッタリング

を行い、380℃の C 面サファイヤ単結晶基板

上に成膜した。作製した薄膜の結晶構造解

析には X 線回折法(XRD)および透過型電子

顕微鏡(TEM)、組成や化学結合状態の解析

には X線光電子分光法、また熱物性測定に

はパルス光加熱サーモリフレクタンス法を 

用いた。 

 作製した GaN 薄膜試料と基板のみの

XRDパターンをそれぞれ図 1(a)、(b)に示す。

図 1(a)において 2θ=34°付近に GaN(0002)

面由来のピークを確認した。また 2=41°

付近に基板Al2O3(0006)面由来のピークを確

認した。図 2に GaN薄膜試料の X 線極点図

を示す。極点図における六方晶 GaNの 6つ

の等価なピークから、単結晶 GaN の成長を

確認した。TEMや熱物性測定等の詳細は当

日報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. GaN 薄膜の XRD パターン( -2法) 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. GaN 薄膜の X 線極点図 

GaN(101̅1)面 
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